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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成30年11月22日(2018.11.22)

【公表番号】特表2018-503942(P2018-503942A)
【公表日】平成30年2月8日(2018.2.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-005
【出願番号】特願2017-531869(P2017-531869)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   8/1004   (2016.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/92     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/90     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/86     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ    8/1004   　　　　
   Ｈ０１Ｍ    4/92     　　　　
   Ｈ０１Ｍ    4/90     　　　Ｘ
   Ｈ０１Ｍ    4/90     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ    4/90     　　　Ｙ
   Ｈ０１Ｍ    4/86     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ    4/90     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    8/10     １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月9日(2018.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のガス供給層と、
　任意選択で第１のガス分散層と、
　第１の触媒を含むアノード触媒層と、
　膜と、
　第２の触媒を含むカソード触媒層と、
　任意選択で第２のガス分散層と、
　第２のガス供給層と、を順に備え、
　前記第１のガス供給層が、略対向した第１主面と第２主面とを有し、
　前記アノード触媒層が、略対向した第１主面と第２主面とを有し、前記第１のガス供給
層の前記第２主面が、前記アノード触媒層の前記第２主面によりも前記アノード触媒層の
前記第１主面により近く、
　前記膜が、略対向した第１主面と第２主面とを有し、前記アノード触媒層の前記第２主
面が、前記膜の前記第２主面によりも前記膜の前記第１主面により近く、
　前記カソード触媒層が、略対向した第１主面と第２主面とを有し、前記膜の前記第２主
面が、前記カソード触媒層の前記第２主面によりも前記カソード触媒層の前記第１主面に
より近く、
　前記第２のガス供給層が、略対向した第１主面と第２主面とを有し、前記カソード触媒
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層の前記第２主面が、前記第２のガス供給層の前記第２主面によりも前記第２のガス供給
層の前記第１主面により近く、
　下記の層のうちの少なくとも１つ、即ち、
　前記第１のガス供給層の前記第１主面の上に配置された酸素発生反応触媒を含む層、
　酸素発生反応触媒を含む前記第１のガス供給層、
　前記第１のガス供給層と前記第１のガス分散層との間に配置された酸素発生反応触媒を
含む層、
　前記第１のガス分散層の前記第１主面の上に配置された酸素発生反応触媒を含む層、
　酸素発生反応触媒を含む前記第１のガス分散層、
　酸素発生反応触媒を含む前記第２のガス分散層、
　前記第２のガス分散層の前記第２主面の上に配置された酸素発生反応触媒を含む層、
　前記第２のガス供給層と前記第２のガス分散層との間に配置された酸素発生反応触媒を
含む層、
　酸素発生反応触媒を含む前記第２のガス供給層、
　前記第２のガス供給層の前記第２主面の上に配置された酸素発生反応触媒を含む層、の
うちの少なくとも１つが存在する、膜電極アセンブリ。
【請求項２】
　前記アノード触媒層が、
　（ａ）元素Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つ、
　（ｂ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの合金、
　（ｃ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの複合物、
　（ｄ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸化物、
　（ｅ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの有機金属錯体、
　（ｆ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの炭化物、
　（ｇ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つのフッ化物、
　（ｈ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの窒化物、
　（ｉ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つのホウ化物、
　（ｊ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸炭化物、
　（ｋ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸フッ化物、
　（ｌ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸窒化物、又は
　（ｍ）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲｕの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸ホウ化物、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の膜電極アセンブリ。
【請求項３】
　前記アノード触媒層が、
　（ａ’）元素Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つ、
　（ｂ’）元素Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
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ｒのうちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの合金、
　（ｃ’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒの
うちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの複合物、
　（ｄ’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのうちの
少なくとも１つの、少なくとも１つの酸化物、
　（ｅ’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのうちの
少なくとも１つの、少なくとも１つの有機金属錯体、
　（ｆ’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのうちの
少なくとも１つの、少なくとも１つの炭化物、
　（ｇ’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つのフッ化物、
　（ｈ’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの窒化物、
　（ｉ’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのうちの
少なくとも１つの、少なくとも１つの酸炭化物、
　（ｊ’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのうちの
少なくとも１つの、少なくとも１つの酸フッ化物、
　（ｋ’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸窒化物、
　（ｌ’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒの
うちの少なくとも１つの、少なくとも１つのホウ化物、又は
　（ｍ’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのうちの
少なくとも１つの、少なくとも１つの酸ホウ化物、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１又は２に記載の膜電極アセンブリ。
【請求項４】
　前記カソード触媒層が、
　（ａ’’）元素Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しく
はＲｕのうちの少なくとも１つ、
　（ｂ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの合金、
　（ｃ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの複合物、
　（ｄ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸化物、
　（ｅ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの有機金属錯体、
　（ｆ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの炭化物、
　（ｇ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つのフッ化物、
　（ｈ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの窒化物、
　（ｉ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つのホウ化物、
　（ｊ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸炭化物、
　（ｋ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸フッ化物、
　（ｌ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸窒化物、又は
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　（ｍ’’）Ａｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ若しくはＲ
ｕのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸ホウ化物、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の膜電極アセンブリ
。
【請求項５】
　前記カソード触媒層が、
　（ａ’’’）元素Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しく
はＺｒのうちの少なくとも１つ、
　（ｂ’’’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの合金、
　（ｃ’’’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つを含む、少なくとも１つの複合物、
　（ｄ’’’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのう
ちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸化物、
　（ｅ’’’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのう
ちの少なくとも１つの、少なくとも１つの有機金属錯体、
　（ｆ’’’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのう
ちの少なくとも１つの、少なくとも１つの炭化物、
　（ｇ’’’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つのフッ化物、
　（ｈ’’’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの窒化物、
　（ｉ’’’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのう
ちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸炭化物、
　（ｊ’’’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのう
ちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸フッ化物、
　（ｋ’’’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つの酸窒化物、
　（ｌ’’’）Ａｌ、炭素、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺ
ｒのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つのホウ化物、又は
　（ｍ’’’）Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ若しくはＺｒのう
ちの少なくとも１つの、少なくとも１つの酸ホウ化物、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の膜電極アセンブリ
。
【請求項６】
　前記膜電極アセンブリが、
　（ａ）前記酸素発生反応触媒を含む複数の前記層のうちの少なくとも１つが、１：１以
下の元素金属酸素発生反応触媒に対する元素金属Ｐｔの比率を有する、又は
　（ｂ）前記酸素発生反応触媒を含む、前記第１のガス供給層、前記第２のガス供給層、
前記任意の第１のガス分散層又は前記任意の第２のガス分散層のうちの少なくとも１つの
上に配置された前記層のうちの少なくとも１つが、１：１以下の元素金属酸素発生反応触
媒に対する元素金属Ｐｔの比率を有する、のうちの少なくとも１つを含む、請求項１～５
のいずれか一項に記載の膜電極アセンブリ。
【請求項７】
　前記第１のガス分散層が、略対向した第１主面と第２主面とを有し、前記第１のガス供
給層の前記第２主面が、前記第１のガス分散層の前記第２主面によりも前記第１のガス分
散層の前記第１主面により近い、請求項１～６のいずれか一項に記載の膜電極アセンブリ
。
【請求項８】
　請求項１～７のうちのいずれか一項に記載の膜電極アセンブリのうちの少なくとも１つ
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を備える、電気化学デバイス。
【請求項９】
　前記電気化学デバイスが、燃料電池である、請求項８に記載の電気化学デバイス。
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